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Tranzystory BF510 i BF511

- - - - - - -  mgr inż. Cezary Rudnicki - - - - - -

T ranzystory  BF510 i BF511 są 
tranzysto ram i krzem ow ym i, m a­

łej mocy, w ielkiej częstotliwości, ty ­
pu n—p—n, w ykonanym i technologią 
dyfuzyjną, konstrukcji Mesa. P rze­
znaczone są głównie do pracy  w  
układach  au tom atyki, w układach 
w zm acniających i generacyjnych.

Główne w ym iary , w ygląd zew­
nętrzny  i uk ład  w yprow adzeń uw i­
doczniono na rys. 1, a w artości zna­
m ionowe i graniczne- param etrów  są 
u ję te  w  tablicy 1, natom iast dopusz­
czalne w artości eksploatacyjne — 
w tablicy 2. Dopuszczalne w artości 
eksploatacyjne określa się n a  podsta­
w ie specjalnych badań uw zględnia­
jących graniczne w artości i nieza­
wodność tranzystorów ; n ie  są one 
przedm iotem  bezpośrednich pom ia­
rów.

Niezawodność tranzystorów  BF510 
i BF511 bada się przez obciążenie ich 
mocą elektryczną i kontrolę p a ra ­
m etrów  takich jak  h2lE i Icbo- Roz­
różnia się badania ikontrolne — 
1000 godzin i badania długotrw ałe — 
nie m niej niż 5000 godzin. W czasie

Rys. 1. W ygląd zew n ętrzn y  tranzysto­
rów  BF510 i BF511

W artości znam ionow e i graniczne param etrów  dla tem peratury 25’C

N azw a p a ra m e tru O zna- W artość
Je d n . W aru n k i

czen ie BF510 BF511 p o m iaru

P rą d  zerow y  
k o le k to r-b a z a I C B O 0,5 0,5 pA u CB =  6 v

P rą d  .zerow y 
k o le k to r-b a z a I C B O 100 100 PA UCB =  6 v

T =  150°C

N ap ięc ie  p rzeb ic ia  
k o le k to r-b a z a U f B R ) C B O 30 50 V *CBO =  10

N ap ięc ie  p rzeb ic ia  *) 
k o le k to r -e m ite r U f B R ) C E O 30 50 V *C E O =  ^  m A

N ap ięc ie  p rzeb ic ia  
e m ite r-b a z a U f B R ) E B  O 5 5 V *E B O  ~  10

W spółczynnik
w zm o cn ien ia
p rąd o w eg o h21E 20 20 - UCE =  6 v

I c  =  10 mA

N ap ięc ie  n asy cen ia U C E  s a t 1 1 V I c  =  10 mA

S ta ła  czasu  sp rzężen ia  
zw ro tn eg o r b b ' • Cc 1 1 ns

UCB =  6 v
l c  =  2 mA 
/  =  5 MHz

*) Ze w zględu  n a  m ożliw ość p rz ek ro czen ia  m ocy  m ak sy m a ln e j, p o m ia ry  U(BR)CE0 
p rzep ro w ad za  się m e to d ą  im pu lsow ą lu b  p rzy  u życiu  charakfcerografu
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Dopuszczalne w artości eksp loatacyjne dla tem peratury 25°C

N azw a p a ra m e tru
O zna- Je d n o - W a r t o ś ć
czen ie s tk a

* BF510 BF511

M a k sy m aln e  n ap ięc ie
k o le k to r-b a z a ^CBmax V 30 50
M ak sy m aln e  n ap ięc ie
k o le k to r -e m ite r ^C'Emax V 30 50
M ak sy m aln e  n ap ięc ie
e m ite r-b a z a  
M ak sy m aln y  p rą d

^EBmax
V 5 5

k o le k to ra ■*Cmax m A 50 50
M ak sy m aln y  p rą d
k o le k to ra -im p u lso w y m A 100 100
M ak sy m aln y  p rą d  bazy  
M ak sy m aln y  p rą d  bazy

■*Bmax m A 3 3

im pu lsow y *BA/max m A 5 5
M a k sy m aln a  m oc s t r a t Pmas mW 150 150
M a k sy m aln a  te m p e ra -
tu ra ^m ax °C 150 150



badań tranzystory p racu ją w  uk ła­
dzie ze w spólną bazą (OB), obwód 
kolektora zasilany jest napięciem  
stałym , zaś obwód em itera prądem  
pulsującym  z prostow nika dwupo- 
łówkowego. W artości IE i UCB są tak  
dobrane, że moc w ydzielana w  
tranzystorze jest zbliżona do m aksy­
m alnej. Jako  elem enty uszkodzone 
v.’ czasie badań  tra k tu je  się te, w  
których nastąpiło  zw arcie lub  p rzer­
wa, albo nastąpił w ięcej niż 10-krot- 
ny w zrost p rądu  Iqbo P °n ad w ar­
tość określoną w  tablicy  1 lub zm ia­

na o ponad 30% param etru  h2lE w 
stosunku do w artości określonej w  
tejże tablicy. B adania trw ałości p rze­
prow adza się w  tem peratu rze  25 
± 5°C.
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Param etry dynam iczne — w artości średnie (UCE — S V, Ic  — 2 m A , T =  25'C)

N azw a p a ra m e tru O znaczenie Je d n . W artość W aru n k i pom iaru

C zęsto tliw ość g ran iczn a 1T MHz 100 20 MHz

W spółczynnik*) 
w zm o cn ien ia  p rądow ego h2le - 50 b  = 1 kH z

S ta ła  czasowa*) 
sp rzężen ia  zw ro tn eg o r,  '  • Cbb c psek 350 b  = 5 MHz

O pór w ejśc io w y  p rzy
kR

1 b  - 0,5 MHz
z w a rty m  w y jśc iu Ile 0,8 b  = 10,7 MHz

P o jem n o ść  w ejśc io w a
p F

30 f p  = 0,5 MHz
przy  z w a rty m  w y jśc iu Clle 25 b  = 10,7 MHz

A d m ita n c ja  p rze jśc io w a W  I m S
60 fp ~ 0,5 MHz

p rz y  z w arty m  w y jśc iu | Y 2 1 e | 32 b  = 10,7 MHz

P o jem n o ść  zw ro tn a
pF

2,8 u  = 0,5 MHz
p rzy  z w a rty m  w e jśc iu C12e 2,6 b  = 10,7 MHz

O pór w y jśc io w y  p rzy
* 2 2

kR
15 b  = 0,5 MHz

zw a rty m  w e jśc iu 1,8 b  = 10,7 MHz

P o jem n o ść  w y jśc io w a
C 22

pF 22 b  = 0,5 MHz
przy  z w a rty m  w e jśc iu 10 b  = 10,7 MHz

*) W artośc i te  są w arto śc iam i śred n im i, u zy sk an y m i z pom iarów dużej p a rtii t r a n -
zystorów  w  odróżnieniu od w artości podanych w tablicy  1, będących wai teściam i 
granicznym i
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Czasy przełączania — w artości średnie

N azw a p a ra m e tru O zna­
czen ie Je d n . W arto ść W aru n k i

p o m iaru

Czas opóźn ien ia b ns 30 1 ̂  =  1 mA 

J =  2 mA 

l ę  =  10 m A
Czas n a ra s ta n ia  • b ns 75

Czas p rzec iąg an ia ». ns 750

Czas o p a d a n ia */ ns 250

Zależność mocy m aksym alnej 
tranzystorów  BF510 i BF511 od tem ­
pera tu ry  przedstaw iono na rysun­
ku 2.

N iektóre param etry  dynam iczne 
tranzystorów  BF510 i BF511 w  tem ­
peraturze 25°C ujęto w  tablicy 3.

Typowe charakterystyki współ­
czynnika szumów w funkcji oporu 
i częstotliwości generatora przsd- 
staw ione są na rysunkach 3 i 4.

Rys. 3. Zależność w spółczynn ika szum ów  od oporu generatora



Dla zastosowań tranzystorów  
BF510 i BF511 w  układach im pulso­
wych podano w  tablicy  4 przeciętne 
w artości czasów przełączania, zaś na 
rysunku 5 — schem at układu pom ia­
rowego.

B adania prow adzone w  Instytucie 
Tele- i Radiotechnicznym  potw ier­
dziły od daw na znaną w  FP  TEWA 
możliwość stosowania tychże tra n ­
zystorów  w  stopniach kom plem en­
tarnych , w parze z tranzystorem  ger­
m anowym  p—n—p, np. ASY341).

T ranzystory BF510 i BF511 p ro ­
dukow ane przez F abrykę Półprze­
w odników TEWA są zbliżane do 
tranzystorów  ZT20 firm y FERRAN- 
TI. *)

*) Zas t r zeżen ie  p a t e n t o we  N r  W-41413 
z dnia  11.1.1968 —  T R .

Rys. 5. Schem at układu pom iarow egodo pom iarów  czasów  przełączeń i oscy- 
logram  n ap ięcia  w yjściow ego


